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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准起草单位:厦门大学、清华大学。
本标准起草人:姚文清、岑丹霞、张增明、徐建、刘芬、王水菊。
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引  言

俄歇电子能谱仪(AES)广泛用于材料的实验性和常规性表面与界面分析,为纳米尺度的表面分析

仪器。我国目前有多家公司几十台不同型号的该类仪器。由于没有合适的检定方法的综合性国家标

准,仪器的能量标、强度标,溅射速率、横向分辨率等各项性能标准不统一,因此需要制定检定方法的国

家标准,以实现获取的谱图数据的科学性和可比性,这对于促进我国光电信息、能源及新材料等相关领

域的科技与产业的发展很有意义。
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俄歇电子能谱仪检定方法

1 范围

本标准规定了俄歇电子能谱仪(Augerelectronspectrometer)的检定方法。
本标准适用于激发源为电子束,且带有溅射清洁用离子枪的俄歇电子能谱仪。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20175—2006 表面化学分析 溅射深度剖析 用层状膜系为参考物质的优化方法

GB/T21006—2007 表面化学分析 X射线光电子能谱仪和俄歇电子能谱仪 强度标的线性

GB/T28632—2012 表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱 横向分辨率的测定

GB/T29558—2013 表面化学分析 俄歇电子能谱 谱仪强度标的重复性和一致性

GB/T29731—2013 表面化学分析 高分辨俄歇电子能谱仪 元素和化学态分析的能量标校准

GB/T29732—2013 表面化学分析 中等分辨率俄歇电子能谱仪 元素分析的能量标校准

GB/T32998—2016 表面化学分析 俄歇电子能谱 荷电控制与校正方法报告的规范要求

ISO16531:2013 表面化学分析 深度剖析 AES和XPS深度剖析时离子束对准方法及相应的

电流或电流密度测量(Surfacechemicalanalysis—Depthprofiling—Methodsforionbeamalignment
andtheassociatedmeasurementofcurrentorcurrentdensityfordepthprofilinginAESandXPS)

ISO17109:2015 表面化学分析 深度剖析 溅射深度剖析时使用多层薄膜测定X射线光电子能

谱、俄歇电子能谱和二次离子质谱溅射速率的方法(Surfacechemicalanalysis—Depthprofiling—Methodfor
sputterratedeterminationinX-rayphotoelectronspectroscopy,Augerelectronspectroscopyandsecondary-ion
massspectrometrysputterdepthprofilingusingsingleandmulti-layerthinfilms)

3 缩略语和符号

3.1 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

XPS:X射线光电子能谱(X-rayPhotoelectronSpectroscopy)

AES:俄歇电子能谱(AugerElectronSpectroscopy)

OMI:光学显微像(OpticalMicroscopeImage)

SEI:二次电子像(SecondaryElectronImage)

SEM:二次电子显微术(SecondaryElectronMicroscope)

FWHM:本底以上最大峰强一半处的全宽,以eV为单位(fullwidthathalfmaximumpeakinten-
sityabovethebackground,ineV)

3.2 符号

下列符号适用于本文件。
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